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(57)【要約】
【課題】有機発光層を容易に製造し、不良を最小化でき
る有機電界発光表示装置及びその製造方法を提供するこ
と。
【解決手段】第１、第２及び第３画素部が行及び列方向
に配置された基板１００と、第１、第２及び第３画素部
を含む基板１００上に形成された絶縁層２０６と、第１
、第２及び第３画素部の絶縁層２０６上に形成されたア
ノード電極２２１と、第１画素部列のアノード電極２２
１及び絶縁層２０６上に形成された第１発光層２２３Ｒ
と、第２画素部列のアノード電極２２１及び絶縁層２０
６上に形成された第２発光層２２３Ｇと、第３画素部列
のアノード電極２２１及び絶縁層２０６上に形成された
第３発光層２２３Ｂと、第１、第２及び第３発光層２２
３Ｒ，２２３Ｇ，２２３Ｒを含む上部に形成されたカソ
ード電極２２４と、を備える。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１、第２及び第３画素部が行及び列方向に配置された基板と、
　前記第１、第２及び第３画素部を含む前記基板上に形成された絶縁層と、
　前記第１、第２及び第３画素部の前記絶縁層上に形成された第１電極と、
　前記第１画素部列の前記第１電極及び前記絶縁層上に形成された第１発光層と、
　前記第２画素部列の前記第１電極及び前記絶縁層上に形成された第２発光層と、
　前記第３画素部列の前記第１電極及び前記絶縁層上に形成された第３発光層と、
　前記第１、第２及び第３発光層を含む上部に形成された第２電極と、
　を備える有機電界発光表示装置。
【請求項２】
　前記第１、第２及び第３発光層がストライプ状にパターニングされたことを特徴とする
請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項３】
　前記第１、第２及び第３発光層が赤色、緑色及び青色発光層であることを特徴とする請
求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項４】
　前記第１電極に連結された薄膜トランジスタを更に備えることを特徴とする請求項１に
記載の有機電界発光表示装置。
【請求項５】
　第１、第２及び第３画素部が行及び列方向に配置された基板と、
　前記第１、第２及び第３画素部の前記基板上に形成された第１電極と、
　前記第１電極を含む前記基板上に形成され、前記第１電極が露出するようにパターニン
グされた画素定義膜と、
　前記第１画素部列の前記第１電極及び前記画素定義膜上に形成された第１発光層と、
　前記第２画素部列の前記第１電極及び前記画素定義膜上に形成された第２発光層と、
　前記第３画素部列の前記第１電極及び前記画素定義膜上に形成された第３発光層と、
　前記第１、第２及び第３発光層を含む上部に形成された第２電極と、
　を備える有機電界発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１、第２及び第３発光層がストライプ状にパターニングされたことを特徴とする
請求項５に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項７】
　前記第１、第２及び第３発光層が赤色、緑色及び青色発光層であることを特徴とする請
求項５に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項８】
　前記第１電極に連結された薄膜トランジスタを更に備えることを特徴とする請求項５に
記載の有機電界発光表示装置。
【請求項９】
　第１、第２及び第３画素部が行及び列方向に配置される基板が提供される段階と、
　前記第１、第２及び第３画素部を含む前記基板上に絶縁層を形成する段階と、
　前記第１、第２及び第３画素部の前記絶縁層上に第１電極を形成する段階と、
　上部面全体に第１発光層を形成した後、前記第２及び第３画素部列の前記第１電極及び
前記絶縁層上に形成された第１発光層を除去する段階と、
　上部面全体に第２発光層を形成した後、前記第１画素部列の第１発光層上部及び前記第
３画素部列の前記第１電極及び前記絶縁層上に形成された第２発光層を除去する段階と、
　上部面全体に第３発光層を形成した後、前記第１画素部列の第１発光層上部及び前記第
２画素部列の第２発光層上部に形成された第３発光層を除去する段階と、
　前記第１、第２及び第３発光層を備える上部に第２電極を形成する段階と、
　を含む有機電界発光表示装置の製造方法。
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【請求項１０】
　前記第１、第２及び第３発光層を形成するために第１、第２及び第３画素部が露出する
ように開口部が形成されたマスクを用いることを特徴とする請求項９に記載の有機電界発
光表示装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１、第２又は第３発光層を除去する段階において、前記第１、第２又は第３発光
層をレーザで除去することを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示装置の製造方
法。
【請求項１２】
　前記第１、第２及び第３発光層をストライプ状に残留させることを特徴とする請求項９
に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記第１発光層を形成した後、前記第１発光層上に第１保護層を形成する段階と、
　前記第２発光層を形成した後、前記第２発光層上に第２保護層を形成する段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記第１、第２及び第３発光層が赤色、緑色及び青色発光層であることを特徴とする請
求項９に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　第１、第２及び第３画素部が行及び列方向に配置される基板が提供される段階と、
　前記第１、第２及び第３画素部の前記基板上に第１電極を形成する段階と、
　前記第１電極を含む前記基板上に画素定義膜を形成した後、前記第１電極を露出させる
段階と、
　上部面全体に第１発光層を形成した後、前記第２及び第３画素部列の前記第１電極及び
前記画素定義膜上に形成された第１発光層を除去する段階と、
　上部面全体に第２発光層を形成した後、前記第１画素部列の第１発光層上部及び前記第
３画素部列の前記第１電極及び前記画素定義膜上に形成された第２発光層を除去する段階
と、
　上部面全体に第３発光層を形成した後、前記第１画素部列の第１発光層上部及び前記第
２画素部列の第２発光層上部に形成された第３発光層を除去する段階と、
　前記第１、第２及び第３発光層を備える上部に第２電極を形成する段階と、
　を含む有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記第１、第２及び第３発光層を形成するために第１、第２及び第３画素部が露出する
ように開口部が形成されたマスクを用いることを特徴とする請求項１５に記載の有機電界
発光表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記第１、第２又は第３発光層を除去する段階において、前記第１、第２又は第３発光
層をレーザで除去することを特徴とする請求項１５に記載の有機電界発光表示装置の製造
方法。
【請求項１８】
　前記第１、第２及び第３発光層をストライプ状に残留させることを特徴とする請求項１
５に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記第１発光層を形成した後、前記第１発光層上に第１保護層を形成する段階と、
　前記第２発光層を形成した後、前記第２発光層上に第２保護層を形成する段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１５に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記第１、第２及び第３発光層が赤色、緑色及び青色発光層であることを特徴とする請
求項１５に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本発明は有機電界発光表示装置及びその製造方法に関し、より詳しくは、有
機発光層を容易に製造し、不良を最小化できる有機電界発光表示装置及びその製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、有機電界発光表示装置は自体発光特性を有する次世代表示装置であって、液晶
表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ Ｄｅｖｉｃｅ;ＬＣＤ）に比べ
て視野角、コントラスト、応答速度、消費電力などの側面で優れた特性を有する。
【０００３】
　有機電界発光表示装置の画素を構成する有機電界発光素子は、アノード電極、カソード
電極及び有機発光層を含む。このような有機電界発光素子は、アノード電極を介して注入
される正孔と、カソード電極を介して注入される電子とが有機発光層で再結合する過程で
エネルギーの差により光を放出する。
【０００４】
　有機電界発光素子の有機発光層は、通常、マスクを用いた真空蒸着方法で形成する。下
記の特許文献１には、選択的な有機物の蒸着のためにドット状又はストライプ状の開口部
が形成されたマスクが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】大韓民国特許公開１０-２００４-００４２１７９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、マスクを用いる従来の方法は、マスクが薄い場合に垂れにより有機物が
正確なパターン（形態）に蒸着され難く、マスクが厚い場合には有機物の蒸発角度によっ
て有機物が蒸着されない部分が発生する。また、フルカラー（ｆｕｌｌ ｃｏｌｏｒ）表
示装置の場合、赤色、緑色及び青色発光層をそれぞれ形成するために複数回のマスク整列
及び蒸着工程が進められるため、製造工程が複雑であり、汚れによる不良が多発する。と
いう問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、有機発光層を容易に形成することが可能な、新規かつ改良された有機電界発光表示装
置及びその製造方法を提供することにある。
【０００８】
　また、本発明の他の目的は、有機発光層の不良を最小化することが可能な、新規かつ改
良された有機電界発光表示装置及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、第１、第２及び第３画素部が
行及び列方向に配置された基板と、前記第１、第２及び第３画素部を含む前記基板上に形
成された絶縁層と、前記第１、第２及び第３画素部の前記絶縁層上に形成された第１電極
、前記第１画素部列の前記第１電極及び前記絶縁層上に形成された第１発光層と、前記第
２画素部列の前記第１電極及び前記絶縁層上に形成された第２発光層と、前記第３画素部
列の前記第１電極及び前記絶縁層上に形成された第３発光層と、前記第１、第２及び第３
発光層を含む上部に形成された第２電極と、を備える有機電界発光表示装置が提供される
。
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【００１０】
　また、前記第１、第２及び第３発光層がストライプ状にパターニングされたものであっ
てもよい。
【００１１】
　また、前記第１、第２及び第３発光層が赤色、緑色及び青色発光層であってもよい。
【００１２】
　また、前記第１電極に連結された薄膜トランジスタを更に備えるものであってもよい。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、第１、第２及び第３画
素部が行及び列方向に配置された基板と、前記第１、第２及び第３画素部の前記基板上に
形成された第１電極と、前記第１電極を含む前記基板上に形成され、前記第１電極が露出
するようにパターニングされた画素定義膜と、前記第１画素部列の前記第１電極及び前記
画素定義膜上に形成された第１発光層と、前記第２画素部列の前記第１電極及び前記画素
定義膜上に形成された第２発光層と、前記第３画素部列の前記第１電極及び前記画素定義
膜上に形成された第３発光層と、前記第１、第２及び第３発光層を含む上部に形成された
第２電極と、を備える有機電界発光表示装置が提供される。
【００１４】
　また、前記第１、第２及び第３発光層がストライプ状にパターニングされたものであっ
てもよい。
【００１５】
　また、前記第１、第２及び第３発光層が赤色、緑色及び青色発光層であってもよい。
【００１６】
　また、前記第１電極に連結された薄膜トランジスタを更に備えるものであってもよい。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、第１、第２及び第３画
素部が行及び列方向に配置される基板が提供される段階と、前記第１、第２及び第３画素
部を含む前記基板上に絶縁層を形成する段階と、前記第１、第２及び第３画素部の前記絶
縁層上に第１電極を形成する段階と、上部面全体に第１発光層を形成した後、前記第２及
び第３画素部列の前記第１電極及び前記絶縁層上に形成された第１発光層を除去する段階
と、上部面全体に第２発光層を形成した後、前記第１画素部列の第１発光層上部及び前記
第３画素部列の前記第１電極及び前記絶縁層上に形成された第２発光層を除去する段階と
、上部面全体に第３発光層を形成した後、前記第１画素部列の第１発光層上部及び前記第
２画素部列の第２発光層上部に形成された第３発光層を除去する段階と、前記第１、第２
及び第３発光層を備える上部に第２電極を形成する段階と、を含む有機電界発光表示装置
の製造方法が提供される。
【００１８】
　また、前記第１、第２及び第３発光層を形成するために第１、第２及び第３画素部が露
出するように開口部が形成されたマスクを用いるものであってもよい。
【００１９】
　また、前記第１、第２又は第３発光層を除去する段階において、前記第１、第２又は第
３発光層をレーザで除去するものであってもよい。
【００２０】
　また、前記第１、第２及び第３発光層をストライプ状に残留させるものであってもよい
。
【００２１】
　また、前記第１発光層を形成した後、前記第１発光層上に第１保護層を形成する段階と
、
　前記第２発光層を形成した後、前記第２発光層上に第２保護層を形成する段階と、
　を更に含むものであってもよい。
【００２２】



(6) JP 2010-114058 A 2010.5.20

10

20

30

40

50

　また、前記第１、第２及び第３発光層が赤色、緑色及び青色発光層であってもよい。
【００２３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、第１、第２及び第３画
素部が行及び列方向に配置される基板が提供される段階と、前記第１、第２及び第３画素
部の前記基板上に第１電極を形成する段階と、前記第１電極を含む前記基板上に画素定義
膜を形成した後、前記第１電極を露出させる段階と、上部面全体に第１発光層を形成した
後、前記第２及び第３画素部列の前記第１電極及び前記画素定義膜上に形成された第１発
光層を除去する段階と、上部面全体に第２発光層を形成した後、前記第１画素部列の第１
発光層上部及び前記第３画素部列の前記第１電極及び前記画素定義膜上に形成された第２
発光層を除去する段階と、上部面全体に第３発光層を形成した後、前記第１画素部列の第
１発光層上部及び前記第２画素部列の第２発光層上部に形成された第３発光層を除去する
段階と、前記第１、第２及び第３発光層を備える上部に第２電極を形成する段階と、を含
む有機電界発光表示装置の製造方法が提供される。
【００２４】
　また、前記第１、第２及び第３発光層を形成するために第１、第２及び第３画素部が露
出するように開口部が形成されたマスクを用いるものであってもよい。
【００２５】
　また、前記第１、第２又は第３発光層を除去する段階において、前記第１、第２又は第
３発光層をレーザで除去するものであってもよい。
【００２６】
　また、前記第１、第２及び第３発光層をストライプ状に残留させるものであってもよい
。
【００２７】
　また、前記第１発光層を形成した後、前記第１発光層上に第１保護層を形成する段階と
、
　前記第２発光層を形成した後、前記第２発光層上に第２保護層を形成する段階と、
　を更に含むものであってもよい。
【００２８】
　また、前記第１、第２及び第３発光層が赤色、緑色及び青色発光層であってもよい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、赤色、緑色及び青色発光層をそれぞれレーザでパターニングして各画
素部の列にストライプ状の有機発光層を形成できるという効果を奏する。画素領域全体を
露出させる１つの開口部が形成されたマスクを用いることにより、マスクの製作が容易に
なり、１つのマスクを用いて赤色、緑色及び青色発光層を全て形成するため、製造コスト
が低減される。また、レーザを用いて赤色、緑色及び青色発光層を選択的に除去すること
により、有機発光層を正確なパターン（形態）に形成でき、汚れによる不良を防止できる
。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１Ａ】本発明に係る有機電界発光表示装置を説明する概略的な平面図である。
【図１Ｂ】本発明に係る有機電界発光表示装置を説明する概略的な断面図である。
【図２】図１Ａに示した画素部を説明する断面図である。
【図３】図２の有機発光層を説明する画素領域の概略的な平面図である。
【図４Ａ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明する断面図である。
【図４Ｂ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明する断面図である。
【図４Ｃ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明する断面図である。
【図４Ｄ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明する断面図である。
【図４Ｅ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明する断面図である。
【図４Ｆ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明する断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３２】
　下記の詳細な説明は、本発明の特定の実施形態だけを詳細に記載し示す。本発明の技術
分野において通常の知識を有する者は、本発明の技術的思想から逸脱しない範囲内で下記
の実施形態を多様に変形できる。従って、添付する図面と説明は、本発明を説明するため
に使用されるが、本発明がこれに限定されるものではない。また、１つの構成要素が他の
構成要素と「接触している（ｏｎ）」ということは、その構成要素が他の構成要素と直接
接触していること、またはその構成要素が１つ以上の要素を他の構成要素との間に介在さ
せて他の構成要素と間接的に接触していることを意味する。また、ある要素が他の要素に
「結合されている」ということは、ある要素が他の要素に直接的に連結されているか、ま
たは、ある要素が１つ以上の要素を他の要素との間に介在させて間接的に連結されている
ことを意味する。
【００３３】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明に係る有機電界発光表示装置を説明する概略的な平面図及
び断面図である。
【００３４】
　図１Ａを参照すれば、基板１００は画素領域１１０及び非画素領域１２０に定義される
。非画素領域１２０は画素領域１１０を取り囲む領域又は画素領域１１０を除いた残りの
領域になる。
【００３５】
　画素領域１１０の基板１００には走査ライン１３０及びデータライン１４０の間にマト
リックス方式で連結された発光素子を含む複数の画素部２００が配置される。複数の画素
部２００は行及び列方向に配置され、赤色、緑色及び青色画素部を含む。例えば、行方向
には赤色、緑色及び青色画素部が順次繰り返し配列され、列方向には赤色、緑色及び青色
画素部がそれぞれ連続的に配列されることができる。
【００３６】
　非画素領域１２０の基板１００には画素領域１１０の走査ライン１３０及びデータライ
ン１４０から延びた走査ライン１３０及びデータライン１４０、発光素子の動作のための
電源供給ライン（図示せず）、そしてパッド１７０を介して外部から提供された信号を処
理して走査ライン１３０及びデータライン１４０に供給する走査駆動部１５０及びデータ
駆動部１６０が配置される。走査駆動部１５０及びデータ駆動部１６０はパッド１７０を
介して外部から提供される信号を走査信号及びデータ信号に変換して各画素を選択的に駆
動させる駆動回路を含む。
【００３７】
　図１Ｂを参照すれば、前記画素部２００が形成された基板１００の上部には画素領域１
１０を封止させるための封止基板３００が配置され、封止材３１０により封止基板３００
が基板１００に貼り合わされる。
【００３８】
　図２は、図１Ａに示した画素部２００を説明する断面図であって、画素部２００は発光
素子、発光素子の動作を制御するための薄膜トランジスタ及び信号を維持させるためのキ
ャパシタを含むことができるが、説明の便宜上、薄膜トランジスタ及び発光素子のみを示
した。
【００３９】
　図２を参照すれば、発光素子２２０はアノード電極２２１、カソード電極２２４及びア
ノード電極２２１とカソード電極２２４との間の有機発光層２２３を含む。
【００４０】
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　アノード電極２２１は複数の画素部２００にそれぞれ対応し基板１００上にそれぞれ形
成される。有機発光層２２３は画素定義膜２２２により定義される発光領域（アノード電
極２２１が露出する領域）に形成され、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層及び電子注
入層を含むことができる。また、カソード電極２２４は画素部２００の有機発光層２２３
を含む上部に形成される。
【００４１】
　薄膜トランジスタ２１０はソース及びドレイン領域とチャネル領域を提供する半導体層
２０４、ゲート絶縁膜２０３により半導体層２０４と絶縁されるゲート電極２０２、そし
てソース及びドレイン領域の半導体層２０４と連結されるソース及びドレイン電極２０５
を含む。図２中に示す符号２０１はバッファ層であり、２０６は平坦化絶縁層である。
【００４２】
　図３は、図２の有機発光層２２３を詳細に説明するための画素領域１１０の概略的な平
面図であって、画素領域１１０には複数の画素部２００が行及び列方向に配置される。
【００４３】
　複数の画素部２００は赤色画素部２００Ｒ、緑色画素部２００Ｇ及び青色画素部２００
Ｂを含む。赤色画素部２００Ｒを構成する発光素子２２０の有機発光層２２３Ｒは赤色画
素部２００Ｒ列のアノード電極２２１及び画素定義膜２２２上にストライプ状に形成され
、緑色画素部２００Ｇを構成する発光素子２２０の有機発光層２２３Ｇは緑色画素部２０
０Ｇ列のアノード電極２２１及び画素定義膜２２２上にストライプ状に形成され、青色画
素部２００Ｂを構成する発光素子２２０の有機発光層２２３Ｂは青色画素部２００Ｂ列の
アノード電極２２１及び画素定義膜２２２上にストライプ状に形成される。
【００４４】
　前記実施形態では画素定義膜２２２により発光領域が定義される構造を説明したが、画
素定義膜２２２を備えない構造でも形成されることができる。この場合、赤色画素部２０
０Ｒを構成する発光素子２２０の有機発光層２２３Ｒは赤色画素部２００Ｒ列のアノード
電極２２１及び絶縁層２０６上にストライプ状に形成され、緑色画素部２００Ｇを構成す
る発光素子２２０の有機発光層２２３Ｇは緑色画素部２００Ｇ列のアノード電極２２１及
び絶縁層２０６上にストライプ状に形成され、青色画素部２００Ｂを構成する発光素子２
２０の有機発光層２２３Ｂは青色画素部２００Ｂ列のアノード電極２２１及び絶縁層２０
６上にストライプ状に形成される。
【００４５】
　図４Ａ～図４Ｆは、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法を説明する断面図で
あって、図３に示す一点鎖線Ｉ１－Ｉ２に沿った部分を切り取った断面を示す。
【００４６】
　先ず、図４Ａに示すように、赤色画素部２００Ｒ、緑色画素部２００Ｇ及び青色画素部
２００Ｂにおいて、図２のように、薄膜トランジスタ２１０が形成された状態で、基板１
００上部に平坦化絶縁層２０６を形成する。そして、ソース又はドレイン電極２０５が露
出するようにビアホールを形成し、ビアホールを介してソース又はドレイン電極２０５と
連結されるアノード電極２２１を形成する。
【００４７】
　次に、図４Ｂに示すように、アノード電極２２１を含む基板１００上に画素定義膜２２
２を形成した後、発光領域のアノード電極２２１が露出するように画素定義膜２２２をパ
ターニングし、アノード電極２２１の一部が露出するようにする。そして、アノード電極
２２１を含む画素定義膜２２２上に赤色発光層２２３Ｒを形成する。
【００４８】
　次に、図４Ｃに示すように、緑色画素部２００Ｇ及び青色画素部２００Ｂ列のアノード
電極２２１及び画素定義膜２２２上に形成された赤色発光層２２３Ｒを除去することで、
赤色画素部２００Ｒ列にのみ赤色発光層２２３Ｒがストライプ状に残る。
【００４９】
　次に、図４Ｄに示すように、赤色発光層２２３Ｒを含む上部全体に緑色発光層２２３Ｇ



(9) JP 2010-114058 A 2010.5.20

10

20

30

40

を形成した後、赤色画素部２００Ｒ列の赤色発光層２２３Ｒの上部及び青色画素部２００
Ｂ列のアノード電極２２１及び画素定義膜２２２上に形成された緑色発光層２２３Ｇを除
去することで、緑色画素部２００Ｇ列にのみ緑色発光層２２３Ｇがストライプ状に残る。
【００５０】
　次に、図４Ｅに示すように、赤色発光層２２３Ｒ及び緑色発光層２２３Ｇを含む上部全
体に青色発光層２２３Ｂを形成した後、赤色画素部２００Ｒ列の赤色発光層２２３Ｒの上
部及び緑色画素部２００Ｇ列の緑色発光層２２３Ｇ上部に形成された青色発光層２２３Ｂ
を除去することで、青色画素部２００Ｂ列にのみ青色発光層２２３Ｂがストライプ状に残
る。
【００５１】
　次に、図４Ｆに示すように、赤色発光層２２３Ｒ、緑色発光層２２３Ｇ及び青色発光層
２２３Ｂを含む上部にカソード電極２２４を形成する。
【００５２】
　本実施形態で赤色発光層２２３Ｒ、緑色発光層２２３Ｇ及び青色発光層２２３Ｂを形成
するとき、画素領域１１０が露出するように開口部が形成されたマスクを用いることがで
きる。マスクとして、各画素部２００Ｒ，２００Ｇ，２００Ｂのそれぞれが露出する開口
を有するものを用いることができる。この場合、マスクは単純な形態の開口部を有するた
め、製作が容易であり、１枚のマスクを用いて赤色発光層２２３Ｒ、緑色発光層２２３Ｇ
及び青色発光層２２３Ｂを全て形成できるため、製造コストが低減される。
【００５３】
　また、赤色発光層２２３Ｒ、緑色発光層２２３Ｇ及び青色発光層２２３Ｂを選択的に除
去するための実施形態として、レーザを用いることができる。レーザの強度、波長又は照
射時間を調節すれば、下部層を損なうことなく、所望の発光層２２３Ｒ、２２３Ｇ、２２
３Ｂのみを選択的に除去できる。又は、図４Ｃの工程段階で赤色発光層２２３Ｒ上にレー
ザに対してエッチング速度が遅い物質で保護層２３１を形成すれば、緑色発光層２２３Ｇ
及び青色発光層２２３Ｂを選択的に除去する過程で赤色発光層２２３Ｒの損傷を最小化で
きる。また、図４Ｄの工程段階で緑色発光層２２３Ｇ上にレーザに対してエッチング速度
が遅い物質で保護層２３２を形成すれば、青色発光層２２３Ｂを選択的に除去する過程で
緑色発光層２２３Ｇの損傷を最小化できる。保護層２３１、２３２を導電物質で形成すれ
ば、緑色発光層２２３Ｇ及び青色発光層２２３Ｂを除去する過程で保護層２３１、２３２
が除去されなくても発光素子２２０の動作に影響を及ぼさない。
【００５４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００５５】
　１００　　基板
　２０６　　絶縁層
　２２１　　アノード電極
　２２２　　画素定義膜
　２２３Ｒ，２２３Ｇ，２２３Ｒ　　有機発光層
　２２４　　カソード電極
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绝缘层206，并且形成在包括第一，第二和第三发光层223 R，223 G，
223 R的上部的阴极224。 背景技术
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